Dimensionierung

J-FET Source-Schaltung
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1) Vorgaben
- T =BF245b
- Ub =20V

- 1d = 5mA (frei gewahlt)
- Up = Ugsoff = -3,875V (Abschnilrgrenze) (Mittelwert aus Datenblatt)

- ldss = 10,5mA (Id bei Ug = 0V) (Mittelwert aus Datenblatt)
- Uds=Urd

2) Berechnungen

R, :—_Up* 1—,/l = 2400
Id Idss
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Rd + Rs

Ud =Ub—(Id *Rd + Rs)) = 9.45V
Urd =Rd *1d =9.35V
Urs=Rs*Id =1.2V

Ug =-Urs=-1.2V



Steilheit S des FET;

S = AAJd ; aus rechwinkligem Dreieck durch den Arbeitspunkt im Eingangsfeld
gs

AusgangsWiderstand rds;

rds = AAL:SS ; aus rechwinkligem Dreieck durch den Arbeitspunkt im Ausgangsfeld

Spannungsverstarkung Vu;

*
Vu=S » RLges*rds ; RLgs = Gesamtlastwiderstand Rd||RL
RLges + rds

Ausgangsspannung Ua;
*
Ua =S *Ugs ~ *M
rds + RLges

Eingangswiderstand re der Schaltung;

*
re zM => Wie kommt man auf rgs? (Gate-Source-Widerstand)
Rg +rgs
re ~ Rg => Das habe ich aus einem andern Buch...

Ausgangswiderstand ra der Schaltung;
Rd * rds

rs=———
Rd + rds

Verlustleistung des FET;

PV =Uds*Id
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